
ก 
 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)  การเตรียมฟิลม์บาง SnS ดว้ยวธีิซลัเฟอไรเซชนัดว้ยความร้อนของฟิลม์โลหะ Sn ท่ี

ไดจ้ากการสปัตเตอร์เพื่อประยุกตใ์ชใ้นเซลล์แสงอาทิตย ์

แหล่งเงิน งบประมาณเงินรายได ้

ประจาํปีงบประมาณ 2560  จาํนวนเงินท่ีไดรั้บการสนบัสนุน 50,000 บาท 

ระยะเวลาทาํการวจิยั 1 ปี  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กนัยายน 2560 

หวัหนา้โครงการวจิยั 

นายฐิตินยั แกว้แดง ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520, E-mail: thitinai.ga@kmitl.ac.th 

ผูร่้วมโครงการวจิยั   

นางงามนิตย ์ วงษเ์จริญ ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520, E-mail: ngamnit.wo@kmitl.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

        ได้ทาํการเตรียมฟิล์มบางของสารก่ึงตวันาํดีบุกซัลไฟด์โดยวิธีซัลเฟอไรเซชนัฟิล์มโลหะดีบุกใน

บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนท่ีอุดมไปดว้ยไอระเหยของซลัเฟอร์ท่ีอยู่ภายในกล่องกราไฟต ์ท่ีอุณหภูมิ

ในช่วง 300-500 องศาเซลเซียส  ท่ีอุณหภูมิซลัเฟอไรเซชนัเท่ากบั 300 องศาเซลเซียส ฟิล์มบางของสาร

ก่ึงตวันาํดีบุกซลัไฟดจ์ะเกิดเฟส SnS ท่ีมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบออร์โธรอมบิก  ในขณะท่ีเฟส SnS2 ท่ีมี

โครงสร้างผลึกเป็นแบบเฮกซะโกนัลจะเกิดเม่ืออุณหภูมิซัลเฟอไรเซชันสูงกว่า 300 องศาเซลเซียส  

ช่องวา่งของแถบพลงังานของฟิลม์บางของสารก่ึงตวันาํดีบุกซลัไฟด์คาํนวณไดจ้ากสเปกตรัมการดูดกลืน

แสงจะเป็นแบบตรงและมีค่าอยู่ระหว่าง 1.70-2.45 อิเล็กตรอนโวลต์  จากผลการวดัสภาพนาํไฟฟ้าเชิง

แสงท่ีเปล่ียนไปตามเวลา  พบว่าฟิล์มบางของสารก่ึงตวันาํดีบุกซัลไฟด์แสดงพฤติกรรมเป็นสภาพนาํ

ไฟฟ้าเชิงแสงด้ือร้ัน  จากผลการวดักระแสขาลงจะฟิตกราฟไดดี้โดยใช้มลัติเอ็กซ์โพเนนเซียลฟังก์ชัน

ส่งผลให้ไดช่้วงชีวิตค่อนขา้งยาวจาํนวนหลายค่า  ความหนาแน่นของกบัดกัพาหะสามารถคาํนวณหาได้

จากกระแสขาข้ึนและขาลงเช่นเดียวกนั 

 

คําสําคัญ: ฟิลม์บางของสารก่ึงตวันาํดีบุกซลัไฟด,์ วธีิซลัเฟอไรเซชนั, สมบติัทางไฟฟ้า, สภาพนาํ 

ไฟฟ้าเชิงแสง 
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ABSTRACT 

Thin films of tin sulfide have been grown by sulfurization of metallic Sn precursor at 

temperature of 300 – 500 oC in excess ambient of sulfur using a graphite box in N2 atmosphere. 

Sulfurization temperature at 300 oC, the films were formed in SnS phase with orthorhombic structure. 

In contrast, the films were formed in SnS2 phase with hexagonal structure when sulfurization 

temperature higher than 300 oC. From absorption spectra, direct band gap is varied between 1.7 and 

2.45 eV. From the transient photoconductivity measurement, persistent photoconductivity behavior 

was observed in SnS films. The decay current data are better fitted with multi- exponential function 

resulting in the several slow decay times. Density of trap states was also observed from the rise current 

and decay current. 
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